
JP 2020-2458 A5 2021.12.9

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】令和3年12月9日(2021.12.9)

【公開番号】特開2020-2458(P2020-2458A)
【公開日】令和2年1月9日(2020.1.9)
【年通号数】公開・登録公報2020-001
【出願番号】特願2018-221513(P2018-221513)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  14/56     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/06     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/26     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/10     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ   14/56     　　　Ｇ
   Ｃ２３Ｃ   14/06     　　　Ｑ
   Ｈ０５Ｂ   33/14     　　　Ａ
   Ｈ０５Ｂ   33/22     　　　Ｂ
   Ｈ０５Ｂ   33/26     　　　Ｚ
   Ｈ０５Ｂ   33/10     　　　　
   Ｈ０５Ｂ   33/02     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年10月27日(2021.10.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を搬送手段により順次搬送しながら、前記基板上に有機物からなる層と無機物から
なる層を成膜する成膜装置であって、
　前記基板上に有機物からなる層を形成する第１成膜室と、
　前記第１成膜室より前記基板の搬送経路の下流側に配置され、前記基板上に無機物から
なる層を形成する第２成膜室と、
　前記第２成膜室より前記基板の搬送経路の下流側に配置され、前記基板を一時的に滞留
させる滞留室と、を備え、
　前記滞留室は、複数の前記基板を同時に内部に滞留させるための複数の基板保持部を有
する
ことを特徴とする成膜装置。
【請求項２】
　前記搬送手段は、前記第１成膜室で有機物からなる層が形成された前記基板を前記第２
成膜室に搬送し、前記第２成膜室で前記基板上に無機物からなる層が形成された後に、当
該基板を前記滞留室に搬送することを特徴とする請求項１に記載の成膜装置。
【請求項３】
　複数の成膜室がクラスタ状に配置された第１クラスタと、
　前記第１クラスタより前記基板の搬送経路の下流側に配置され、複数の成膜室がクラス
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タ状に配置された第２クラスタと、を備え、
　前記第１クラスタは前記第１成膜室を含み、前記第２クラスタは前記第２成膜室を含む
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の成膜装置。
【請求項４】
　前記第２クラスタは、前記滞留室を含むことを特徴とする請求項３に記載の成膜装置。
【請求項５】
　前記第２クラスタより前記基板の搬送経路の下流側に配置され、複数の成膜室がクラス
タ状に配置された第３クラスタをさらに備え、
　前記滞留室は、前記第２クラスタと前記第３クラスタとの間に配置されることを特徴と
する請求項３に記載の成膜装置。
【請求項６】
　前記第２クラスタより前記基板の搬送経路の下流側に配置され、複数の成膜室がクラス
タ状に配置された第３クラスタをさらに備え、
　前記第３クラスタは、前記滞留室を含み、
　前記滞留室は、前記第３クラスタ内において前記第３クラスタの有する前記成膜室の上
流側に配置されることを特徴とする請求項３に記載の成膜装置。
【請求項７】
　基板を搬送手段により順次搬送しながら、前記基板上に有機物からなる有機層と無機物
からなる電極層とを成膜する有機デバイスの製造装置であって、
　前記基板上に有機物からなる有機層を形成する第１成膜室と、
　前記第１成膜室より前記基板の搬送経路の下流側に配置され、前記基板上に無機物から
なる電極層を形成する第２成膜室と、
　前記第２成膜室より前記基板の搬送経路の下流側に配置され、前記基板を一時的に滞留
させる滞留室と、を備え、
　前記滞留室は、複数の前記基板を同時に内部に滞留させるための複数の基板保持部を有
する
ことを特徴とする有機デバイスの製造装置。
【請求項８】
　前記搬送手段は、前記第１成膜室で有機物からなる有機層が形成された前記基板を前記
第２成膜室に搬送し、前記第２成膜室で前記基板上に無機物からなる電極層が形成された
後に、当該基板を前記滞留室に搬送することを特徴とする請求項７に記載の有機デバイス
の製造装置。
【請求項９】
　複数の成膜室がクラスタ状に配置された第１クラスタと、
　前記第１クラスタより前記基板の搬送経路の下流側に配置され、複数の成膜室がクラス
タ状に配置された第２クラスタと、を備え、
　前記第１クラスタは前記第１成膜室を含み、前記第２クラスタは前記第２成膜室を含む
ことを特徴とする請求項８に記載の有機デバイスの製造装置。
【請求項１０】
　前記第２クラスタは、前記滞留室を含むことを特徴とする請求項９に記載の有機デバイ
スの製造装置。
【請求項１１】
　前記第２クラスタより前記基板の搬送経路の下流側に配置され、複数の成膜室がクラス
タ状に配置された第３クラスタをさらに備え、
　前記滞留室は、前記第２クラスタと前記第３クラスタとの間に配置されることを特徴と
する請求項９に記載の有機デバイスの製造装置。
【請求項１２】
　前記第２クラスタより前記基板の搬送経路の下流側に配置され、複数の成膜室がクラス
タ状に配置された第３クラスタをさらに備え、
　前記第３クラスタは、前記滞留室を含み、
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　前記滞留室は、前記第３クラスタ内において前記第３クラスタの有する前記成膜室の上
流側に配置されることを特徴とする請求項９に記載の有機デバイスの製造装置。
【請求項１３】
　前記滞留室は、複数の前記基板を滞留させるための複数の段を備えることを特徴とする
請求項７から請求項１２のいずれか一項に記載の有機デバイスの製造装置。
【請求項１４】
　前記有機層は、電子輸送層または電子注入層であることを特徴とする請求項７から請求
項１３のいずれか一項に記載の有機デバイスの製造装置。
【請求項１５】
　前記電極層は、陰極層であることを特徴とする請求項７から請求項１４のいずれか一項
に記載の有機デバイスの製造装置。
【請求項１６】
　前記第３クラスタの有する前記成膜室は、前記第２成膜室で形成された電極層の上に有
機層または無機層を形成する成膜室であることを特徴とする請求項１１又は請求項１２に
記載の有機デバイスの製造装置。
【請求項１７】
　前記第３クラスタの有する前記成膜室は、光の外部取り出し効率を高めるためのキャッ
ピング層を形成する成膜室であることを特徴とする請求項１６に記載の有機デバイスの製
造装置。
【請求項１８】
　基板を搬送手段により順次搬送しながら、前記基板上に有機物からなる有機層と無機物
からなる電極層とを成膜する有機デバイスの製造方法であって、
　第１成膜室で前記基板上に有機物からなる有機層を形成する有機層形成工程と、
　前記有機層が形成された基板を第２成膜室に搬送し、前記第２成膜室で前記有機層の上
部に無機物からなる電極層を形成する電極層形成工程と、
　前記電極層が形成された基板を滞留室に搬送して一時的に滞留させる基板滞留工程と、
を含み、
　前記基板滞留工程では、複数の基板保持部によって、複数の前記基板を同時に前記滞留
室の内部に滞留させる
ことを特徴とする有機デバイスの製造方法。
【請求項１９】
　前記有機層形成工程は、電子輸送層または電子注入層を形成する工程であることを特徴
とする請求項１８に記載の有機デバイスの製造方法。
【請求項２０】
　前記電極層形成工程は、陰極層を形成する工程であることを特徴とする請求項１８また
は請求項１９に記載の有機デバイスの製造方法。
【請求項２１】
　前記陰極層が形成された基板を前記滞留室から受け、前記陰極層の上に有機層または無
機層を形成する追加層形成工程をさらに含むことを特徴とする請求項２０に記載の有機デ
バイスの製造方法。
【請求項２２】
　前記追加層形成工程で形成される層は、光の外部取り出し効率を高めるためのキャッピ
ング層であることを特徴とする請求項２１に記載の有機デバイスの製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明の一態様による成膜装置は、基板を搬送手段により順次搬送しながら、前記基板
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上に有機物からなる層と無機物からなる層を成膜する成膜装置であって、前記基板上に有
機物からなる層を形成する第１成膜室と、前記第１成膜室より前記基板の搬送経路の下流
側に配置され、前記基板上に無機物からなる層を形成する第２成膜室と、前記第２成膜室
より前記基板の搬送経路の下流側に配置され、前記基板を一時的に滞留させる滞留室と、
を備え、前記滞留室は、複数の前記基板を同時に内部に滞留させるための複数の基板保持
部を有することを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の他の一態様による有機デバイスの製造装置は、基板を搬送手段により順次搬送
しながら、前記基板上に有機物からなる有機層と無機物からなる電極層とを成膜する有機
デバイスの製造装置であって、前記基板上に有機物からなる有機層を形成する第１成膜室
と、前記第１成膜室より前記基板の搬送経路の下流側に配置され、前記基板上に無機物か
らなる電極層を形成する第２成膜室と、前記第２成膜室より前記基板の搬送経路の下流側
に配置され、前記基板を一時的に滞留させる滞留室と、を備え、前記滞留室は、複数の前
記基板を同時に内部に滞留させるための複数の基板保持部を有することを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の他の一態様による有機デバイスの製造方法は、基板を搬送手段により順次搬送
しながら、前記基板上に有機物からなる有機層と無機物からなる電極層とを成膜する有機
デバイスの製造方法であって、第１成膜室で前記基板上に有機物からなる有機層を形成す
る有機層形成工程と、前記有機層が形成された基板を第２成膜室に搬送し、前記第２成膜
室で前記有機層の上部に無機物からなる電極層を形成する電極層形成工程と、前記電極層
が形成された基板を滞留室に搬送して一時的に滞留させる基板滞留工程と、を含み、前記
基板滞留工程では、複数の基板保持部によって、複数の前記基板を同時に前記滞留室の内
部に滞留させることを特徴とする。
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